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エネルギー，医療，環境など，多様な分野で用いられている放射線計測に 

対して，その目的・用途に応じた様々な測定器を提案，開発します． 

 

 半導体放射線検出器の開発 

新世代半導体材料として注目を集めている窒化ガリウム(GaN)および酸化亜鉛(ZnO)を用いた半

導体放射線検出器の開発を行っています．半導体放射線検出器は，エネルギー分解能が高く，

微細加工によって高精度の飛跡決定も可能なことから，様々な分野で利用されています．特に

GaN や ZnO などの新世代化合物半導体材料は，温度特性や耐放射線損傷強度に優れていると考え

られており，半導体検出器に従来用いられているシリコンやゲルマニウムの欠点を補うものと

して期待されています．  

高抵抗平行平板検出器による高精度放射線飛跡測定装置の開発 

高電圧を印加した極板内に封入したガスを荷電粒子が通過することで発生する電離電子を，電

子雪崩によって増幅させて信号として取り出す検出器です．構造が単純なことから，安価で自

在な構造設計が可能です．時間分解能，位置分解能，耐久性に優れていることから，システム

組み込み型の検出器として，様々な応用が検討されています． 

       
他にも三次元飛跡構成装置など，目的に応じた様々な放射線測定器開発をおこなっています．

素粒子物理学分野での大型実験装置 

医療用位置決定装置 
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何に使えるの？ 

どんな技術？ 

 


